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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest bipolarne zrodio pradowe z eliminacja wptywu efektu Early’ego.

Dotychczas w technice znane sg bipolarne sterowane zrodia pradowe, kidre sa stosowane
miedzy innymi do polaryzacji czujnikéw pomiarowych. Z uwagi na technologie bipolarng stosowane
w tych Zrédtach tranzystory charakteryzuje modulacja efektywnej szerokosci bazy, tak zwany efekt
Early'ego, kidra niekorzystnie wptywa na jakosé stabilizacji natezenia pradu zrodta, szczegdinie po-
przez zmiany wspofczynnika wzmochienia pradowego tranzystora stanowigcego stopien wyjsciowy
zrodfa.

Znany jest z polskiego opisu patentowego nr 147 606 uktad regulowanego zrodta pradowego,
zawierajgoy tranzystory mocy i tranzystory sterujgce oraz pierwszy i drugi rezystor, charakteryzujgcy
sie tym, ze dodatni zacisk potgczony jest z kolektorem pierwszego tranzystora mocy oraz poprzez
pierwszy rezystor z bazg tego tranzystora i kolektorem drugiego tranzystora sterujgcego, ktérego baza
jest potaczona z emiterem pierwszego tranzystora mocy oraz emiterem trzeciego tranzystora steruja-
cego, nastepnie poprzez trzeci regulowany rezystor z bazg trzeciego tranzystora sterujacego, ktérego
baza jest potaczona z emiterem drugiego tranzystora sterujgcego oraz z emiterem czwartego tranzy-
stora mocy, za$ kolektor trzeciego tranzystora sterujgcego jest potaczony z bazg czwartego tranzysto-
ra mocy oraz poprzez drugi rezystor z ujemnym zaciskiem zrodta, z ktérym jest potaczony kolektor
czwartego tranzystora mocy.

Z polskiego opisu patentowego nr 146 423 znane jest sterowane Zrédto pradowe, ktére wypo-
sazone jest w bramke z otwartym kolektorem, ktérej wyjscie potaczone jest z wyjsciem zrédta prado-
wego o state] wydajnosci pradowej, przy czym do ich wspdlnego punktu potaczenia dotgczony jest
dicdowy uktad progowy, zawierajacy co najmniej jedng diode, kitdrej kierunek przewodzenia jest zgod-
ny z kierunkiem przephtywu pradu ze Zrodta pragdowego, potgczong z impedancig obcigzenia dotgczong
z drugiej strony do masy ukfadu. Sterowane zrodto pradowe wyposazone jest w tranzystor, ktdrego
kolektor potaczony jest z wyjsciem zrodla prgdowego o statej wydajnosci pradowej, przy czym do ich
wspdlnego punktu potgczenia dotgczony jest diodowy ukiad progowy zawierajacy co najmniej jedna
diode, ktorej kierunek przewodzenia jest zgodny z kierunkiem przeptywu pradu ze zrodta pradowego,
potaczong z impedancjg obcigazenia dotaczong z drugiej strony do masy uktadu.

Z literatury znane jest Zzrodto pradowe o bardzo wysokiej rezystancji wyjsciowej - K. Hayatleh,
N Terzopoulos and B L Hart, A very high output resistance current source, Meas. Sci. Techno. 18,
2007, N9-N11 zrealizowane w technologii bipolarnej i charakteryzujace sie rezystancija wyjsciowa
rzedu 200G

Z opisu patentowege US nr 6,680,642 znane jest analogowe bipolarne zrédto pradowe zawiera-
jace rezystor detekcji natezenia pradu potaczony szeregowo z rezystancjg obcigzenia, wzmacniacz
pomiarowy oraz wyjsciowy wzmachiacz napieciowy zapewniajgacy precyzyjna regulacjie natezenia
pradu.

Istotg uktadu bipolarnego zrédla pradowego z eliminacjg wptywu efektu Early'ego, w ktérym
emiter tranzystora jest potaczony z pierwszym zaciskiem rezystora pierwszego i wejsciem odwracaja-
cym wzmachiacza operacyjnego craz drugi zacisk rezystora pierwszego jest potaczony z masg ukta-
du, przy czym baza tranzystora jest polaczona z wyjsciem wzmachiacza operacyjnego, natomiast
kolektor tranzystora jest potgczony z pierwszym zaciskiem rezystora drugiego i wejsciem odwracaja-
cym wzmacniacza pomiarowego zas drugi zacisk rezystora drugiego jest potgczony z wejsciem nie-
odwracajgcym wzmachiacza pomiarowego, oraz wejscie nieodwracajace wzmachiacza operacyjnego
jest potaczone ze Zrédlem napiecia referencyjnege pierwszego jest to, ze wyjscie wzmacniacza po-
miarowego jest potaczone z pierwszym wejsciem analogowego uktadu sumujgcego, Zrodio napiecia
wzorcowego jest potgczone z drugim wejsciem analogowego ukfadu sumujacego, zrédio napiecia
referencyjnego jest potaczone z trzecim wejsciem analogowego uktadu sumujgcego oraz wyjscie ana-
logowego ukiadu sumujgcego jest pofaczone z wejsciem wzmachiacza mocy, ktdrego wyjscie jest
potaczone z drugim zaciskiem rezystora drugiego.

Bipolarne Zrodto pradowe z eliminacjg wptywu efektu Early'ego wedtug wynalazku posiada pro-
stg konstrukcije i zapewnia bardzo precyzyjny dobdr natezenia pradu zrodia.

Bipolarne zrédto pradowe z eliminacjg wptywu efektu Early'ego przedstawione jest w przykia-
dzie wykonania na rysunku, na ktérym uwidoczniono jego schemat ideowy.

Ukfad bipolarnego sterowanego zrédta pradowego z eliminacjg wptywu efektu Early’ego posia-
da: tranzystor bipolarny T4, rezystory Ry, Ry wzmacniacz operacyjny WO, zrodta napie¢ wzorcowych
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Urer1, Urerz, WZmacniacz pomiarowy WP, analogowy uktad sumujacy Z i wzmachiacz mocy WM, Emiter
tranzystora T, jest potgczony z pierwszym zaciskiem rezystora R, i wejsciem odwracajgcym wzmac-
niacza operacyjnego WO oraz drugi zacisk rezystora Ry jest potaczony z masg uktadu. Baza tranzy-
stora T, jest potgczona z wyjsciem wzmacniacza operacyjnego WO, natomiast kolektor tranzystora Ty
jest potgczony z pierwszym zaciskiem rezystora Ry i wejsciem odwracajgcym wzmacniacza pomiaro-
wego WP, Drugi zacisk rezystora R, jest potgczony z wejsciem nieodwracajacym wzmacniacza po-
miarowego WP i wyjsciem wzmachiacza mocy WM. Wyjscie wzmachiacza pomiarowego WP jest po-
taczone z pierwszym wejsciem analogowego uktadu sumujgcego E, zrodto napigcia wzorcowego Upen
jest potgczone z drugim wejsciem analogowego uktadu sumujgcego Z i wejsciem niecdwracajgcym
wzmachiacza operacyjnego WO, zrédto napiecia referencyjnego U jest potaczone z trzecim wej-
sciem analogowego uktadu sumujacego X oraz wyjscie cztery analogowego uktadu sumujgcego X jest
potgczone z wejsciem wzmacniacza mocy WM, ktérego wyjscie jest potaczone z drugim zaciskiem
rezystora Ry Pozostate zaciski zrédet napiec referencyjnych Uren | Urerz 8 potaczone z masa.

Zastrzezenie patentowe

Bipolarne zrédto pradowe z eliminacjg wptywu efektu Early’ego, w ktérym emiter tranzystora jest
potaczony z pierwszym zaciskiem rezystora pierwszego i wejsciem odwracajgcym wzmachiacza ope-
racyjnego oraz drugi zacisk rezystora pierwszego jest potgczony z masg uktadu, za$ baza tranzystora
jest potaczona z wyjsciem wzmachiacza operacyjnego, natomiast kolektor tranzystora jest potaczony
Z pierwszym zaciskiem rezystora drugiego i wejsciem odwracajgcym wzmachiacza pomiarowego, zas
drugi zacisk rezystora drugiego jest pofaczony z wejsciem nieodwracajgcym wzmacniacza pomiaro-
wego, oraz wejscie nieodwracajgce wzmachiacza operacyjnego jest potgczone ze Zrédlem napiecia
referencyjnego pierwszego, znamienne tym, ze wyjscie wzmacniacza pomiarowego (WP) jest pota-
czone z pierwszym wejsciem analogowego uktadu sumujacego (), zrodio napiecia wzorcowego
(Urern) jest potgczone z drugim wejsciem analogowego uktadu sumujacego (Z), zrodto napiecia refe-
rencyjnego (Uren) jest potgczone z trzecim wejsciem analogowego ukfadu sumujacego (E) oraz wyj-
§cie analogowego uktadu sumujacego (Z) jest potaczone z wejsciem wzmachiacza mocy (WM), kidre-
go wyjscie jest potgczone z drugim zaciskiem rezystora (Rj).
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